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1. Етапи виконання

Номер етапу: 2

Назва етапу: Вплив розмірного фактора на температури фазових перетворень в плівках Ag – Ge.

Початок етапу: 01-2022

Закінчення етапу: 12-2022

Вид звітного документа: Проміжний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071205

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: майдан Свободи, буд. 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна

Телефон: 380577051247

E-mail: rector@karazin.ua

E-mail: univer@karazin.ua

WWW: http://www.univer.kharkov.ua/

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071205

Адреса: майдан Свободи, буд. 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380577051247

E-mail: rector@karazin.ua

E-mail: univer@karazin.ua

WWW: http://www.univer.kharkov.ua/

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук 
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 2201040

Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження



Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 737.050 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Вивчення процесів фазоутворення та самоорганізації у вакуумних конденсатах, спрямоване на удосконалення УФ-
детекторів на основі ZnO

Назва роботи (англ)

Study of the processes of phase formation and self-assembly in vacuum condensates aimed at improving UV detectors based on 
ZnO

Реферат (укр)

 Поточний етап НДР присвячено фазоутворенню та пов’язаним з ним морфологічним змінам у у дво- та тришарових 
плівках Ag-Ge. Показано, що завдяки метал-індукованій кристалізації, початково аморфні шари германію можуть бути 
переведені в технологічно важливий кристалічний стан за температури 250 °C. Досліжено розмірні ефекти 
фазоутворення в бінарній системі. Відмінності між дво- та тришаровими плівками спостерігаються в контексті їх 
морфологічної еволюції, що відповідає результатам досліджень інших бінарних структур. Спостережувані особливості 
поведінки бінарних плівок пояснено в рамках термодинамічних міркувань. Основні результати роботи отримано вперше. 
Їх наукова цінність обумовлена необхідністю розуміння взаємозв’язку між процесами фазоутворення та самоорганізації. 
Практична цінність пов’язана з затребуваністю кристалічних шарів германію нанометрової товщини та з необхідністю 
розробки методів створення модифікуючих наномасивів. Саме на цьому буде засновано наступний етап роботи. 
Результати НДР можуть бути використані науковими установами, які займаються дослідженнями, спрямованими на 
створення нанорозмірних полікристалічних мікроелектронних шарів, методів модифікації функціональних структур та 
вивченням фундаментальних аспектів фізичних явищ, що відбуваються на інтерфейсі метал/напівпровідник за умови 
забезпечення атомарного контакту шарів.

Реферат (англ)

 Phase formation and related morphological changes in two- and three-layer Ag-Ge films were investigated in this work. It is 
shown that due to metal-induced crystallization initially amorphous germanium layers can be converted into the crystalline 
state at 250 °C. Size effects of phase formation in a binary system were investigated. Differences between bi- and tri-layer films 
are observed in the context of their morphological evolution, which is consistent with the results of studies of other binary 
structures. The observed features of the behavior of binary films are explained within the framework of thermodynamic 
considerations. The main scientific results have been obtained for the first time. Their scientific value is due to the need to 
understand the relationship between the processes of phase formation and self- organization. Practical value is related to the 
demand for germanium crystal layers of nanometer thickness and the need to develop methods for creating modifying 
nanosized arrays. The next stage of the project will be based on the use of such arrays. The results of the research can be used 
by scientific institutions engaged in research aimed at creating nanoscale polycrystalline microelectronic layers, methods for 
modifying functional structures, and studying fundamental aspects of physical phenomena occurring at the 
metal/semiconductor interface if atomic contact of the layers is ensured.

Індекс УДК:  538.91Ф405; 548.5.01 , 538.975

Коди тематичних рубрик НТІ: 29.19.15 

6. Науково-технічна продукція (НТП)



НТП 1

Назва продукції (укр): Нові фізичні закономірності зміни кристалічної структури нанорозмірних плівкових систем, що 
являють собою плівку срібла у матриці з аморфного германію, при їх нагріванні до евтектичної температури.

Назва продукції (англ): New physical regularities of changing the crystal structure of nanosized smelting systems, which is the 
smelting of a slab in a matrix of amorphous germanium, when heated to a eutectic temperature.

Очікувані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: наукові дослідження, спрямовані на розвиток технологій тонкоплівкових функціональних 
матеріалів, затребуваних в сучасних мікроелектронних технологіях

Опис продукції (укр): нові дані стосовно фазоутворення та морфологічної еволюції бінарних систем евтектичного типу, 
розширені уявлення про метал-індуковану кристалізацію аморфних шарів, рекомендації щодо цілеспрямованого 
керування мікроструктурою плівок та створення модифікуючих масивів.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів, технологій тощо) для 
забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Впроваджено

Строки впровадження: 01.202112.2022

Виробник продукції: ХНУ імені В.Н.Каразіна

Споживачі продукції: ІСМА НАН України, Інститут радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова

Перспективні ринки: Китайсько-Тайванські кооперації, Мексика, США, Нідерланди, Південна Корея

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Спільні НДДКР
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8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 44

Мова звіту: Українська

Кількість файлів у звіті: 1
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